
EE 530 – Eletrônica Básica I
3a Lista – Prof. Diniz

1.  Considere  um  TBJ  tipo  npn,  polarizado  na  região  ativa.  Faça  diagramas
esquemáticos:

a) da  estrutura,  adicionando  indicação  dos  vários  componente  de  corrente
(flechas  com  identificação)  e  a  polarização  das  duas  junções  (direta  ou
reversa);

b) da concentração de portadores minoritários nas três regiões (com ênfase na
região neutra da base; como condições de contorno temos a lei do diodo: 

   TnnTpp VvppouVvnn exp)0(exp)0( 00  ).
Defina  e . Explique (baseada na física das junções, ilustrada pelos itens a) e b)
acima) porque  tende a 1 e  é um número alto.

2. Repita os itens a) e b) da questão anterior, para a condição de polarização no
modo saturação. Explique (baseada na física das junções, ilustrada pelos itens a) e b)
deste caso) porque forçado é reduzido.

3. Referente ao circuito da Fig.3, determine as correntes IC, IB e IE e as tensões VC, VB

e VE, para casos de dois valores de R (entre base e fonte VCC): a) R = 20 k e b) R = 10
k. Assuma a tensão VBE = 0,7 V,  = 100 e se estiver em saturação, VCEsat = 0,2 V. Caso
esteja em saturação, determine o valor de forçado.

4. Referente ao circuito amplificador da Fig.4: vs é uma fonte de sinal ca de pequeno
sinal senoidal, o JBT tem   = 100 e VA = 100 V e os capacitores têm valor infinito. a)
determine o ganho de tensão linear. b) Qual é a máxima amplitude de vS para que não
haja distorção no sinal na saída. Qual é o fator limitante para evitar esta distorção. 

5. Simule (SPICE)   o circuito do exemplo 4.18 do livro texto (Sedra, 4° edição),
realizando todas as simulações descritas no texto (Cópia ao final da lista).
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